MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCACAO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA
DEPEL TECNOLOGIA DOS SEMICONDUTORES
CODIGO PERIODO ANO SEMESTRE PRE-REQUISITOS
GELE 7152 6.° 2007 1
GELE 7042
CREDITOS AULAS/SEMANA T eS| MATERIAIS ELETRICOS
TEORICA PRATICA ESTAGIO
3 3 0 0 54
EMENTA

Estruturas de bandas. Nivel de Fermi nos semicondutores. Mecanismos de condugéo. Teoria da juncdo PN.
[Transistores de juncéo. Modelos Ebers-Moel e hibrido-pi. Tecnologia da fabricagédo de dispositivos semicondutores
e Cl em baixas e altas frequéncias. Diodos PIN moduladores. Diodos de recuperagao brusca e varactores. Diodos
HOT-CARRIER. Efeito tunel e GUNN. Osciladores YIG.
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OBJETIVOS GERAIS

Capacitar ao aluno especificar os componentes eletrobnicos com relagao a sua capacidade de transporte, difuséao e
controle da eletricidade, através de suas propriedades fisicas.

METODOLOGIA
Parte Tedrica: aulas expositivas, instrugao programada, slides.
Parte Prética: exercicios, projeto e montagem com CAD.

CRITERIO DE AVALIACAO
Provas escritas, confeccédo e defesa de projetos, trabalhos extra-classe.
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APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: /

PROGRAMA

1 - Introducéo a Fisica do Dispositivo Semicondutor
1.1 — Equagéao de Schodinger
1.3 — Distribuicdo de energia dos elétrons em um metal
1.4 — A funcéo de Fermi-Dirac
1.5 — Densidade de estados
1.6 — Emisséao de elétrons de um metal
2 — Bandas de Energia nos Soélidos
2.1 — Particulas carregadas
2.2 — Intensidade de campo, potencial, energia
2.3 — A unidade de energia eV
2.4 — Natureza do atomo
2.5 — Niveis atbmicos de energia
2.6 — Estrutura eletrnica dos elementos
2.7 — A teoria de banda de energia dos cristais
2.8 — Isolante, semicondutores e metais
3 - Fenémeno de Transporte em Semicondutores
3.1 — Mobilidade e condutividade
3.2 — Elétrons e lacunas em um semicondutor intrinseco
3.3 — Impureza doadoras e aceitadoras
3.4 — Densidade de carga em um semicondutor
3.5 — Concentracao de portadores em um semicondutor intrinseco
3.6 — Nivel de Fermi em um semicondutor contendo impurezas
3.7 — Propriedade elétrica do Ge e do Si
3.8 — O efeito Hall
3.9 — Modulacao da condutividade

3.10 — Geragao e recombinacao de carga




3.11 — Difugéo
3.12 — A equacdo da condutividade
3.13 — Carga injetada de portadores minoritarios
3.14 — Variacao de potencial em um semicondutor gradualmente dopado
4 — Juncao PN - Diodo Semicondutor
4.1 — Construcao do diodo
4.2 — Operagao do diodo
4.3 — Correntes no diodo
4.4 — Capacitancia de transicao e difusao no diodo
4.5 — Modelos DC e AC do diodo
5 — Transistores de Juncao — Modelos ( TBJ e JFET)
5.1 — Construgcao dos transistores
5.2 — Operacgéao dos transistores
5.3 — Corrente nos transistores
5.4 — Modelos DC e AC dos transistores
6 — Transistores de Efeito de Campo — Modelos ( NMOS, PMOS e CMOS )
6.1 — Construgéo dos transistores
6.2 — Operacao dos transistores
6.3 — Corrente nos transistores
6.4 — Modelos DC e AC dos transistores
7 — Dispositivos Semicondutores Opticos
7.1 — Diodo emissor de luz
7.2 — Fotodiodos
7.3 — Células fotocondutivas
7.4 — Emissores de IV
7.5 — Células solares
8 — Dispositivos Semicondutores de Poténcia ( pnpn)
8.1 — Diodo Shockley
8.2 — Retificador controlado de silicio — SCR
8.3 — Chave controlada de silicio — SCS
8.4 — Chave de desligamento pela porta — GTO
8.5 — SCR ativado pro luz — LASCR
8.6 — DIAC
8.7 — TRIAC




